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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成27年4月16日(2015.4.16)

【公表番号】特表2014-510489(P2014-510489A)
【公表日】平成26年4月24日(2014.4.24)
【年通号数】公開・登録公報2014-021
【出願番号】特願2014-500501(P2014-500501)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｒ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  29/24     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   8/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｒ   19/00     ３３０　
   Ｇ０１Ｎ   29/24     ５０２　
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月25日(2015.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波トランスデューサのｃＭＵＴセルのアレイであって、前記ｃＭＵＴセルは、共通
基板上に配された複数の塊状プレート上に配されており、前記ｃＭＵＴセルのアレイが、
　複数のｃＭＵＴセルであって、各セルが、
　　セルメンブレンと、
　　メンブレン支持構造と、
　　セルメンブレンに結合される上部電極と、
　　前記セルメンブレンが移動する空間を提供するギャップと、
　　前記上部電極と共に用いられる底部電極と、を有するｃＭＵＴセルと、
　ｃＭＵＴセルが配される複数の塊状プレートであって、各塊状プレートが、前記ｃＭＵ
Ｔセルによる送信の間、その上に配された前記ｃＭＵＴによりもたらされる音圧力に実質
的に対抗する慣性力を持ち、各塊状プレート及びその上に配されるｃＭＵＴセルは、その
横方向の運動が、間隙により隣の塊状プレートから分離されている、複数の塊状プレート
と、
　前記複数の塊状プレート及びそれらのｃＭＵＴセルが取り付けられる１の基板とを有す
る、ｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項２】
　前記セルメンブレン、前記メンブレン支持構造、前記上部電極、前記底部電極及び前記
塊状プレートが、半導体製造処理により製造される、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのア
レイ。
【請求項３】
　前記塊状プレートが、前記底部電極を提供するよう、電気伝導性物質で形成される、請
求項２に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項４】
　前記電気伝導性物質が、タンタル、金、モリブデン、銅、クロミウム、若しくはタング
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ステン、又はこれらの合金である、請求項３に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項５】
　各塊状プレートが更に、前記ｃＭＵＴセルが作動する超音波の波長に対して小さなサイ
ズを実現する高い剛性を示す、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項６】
　各塊状プレートが更に、高い音響インピーダンスを示す、請求項５に記載のｃＭＵＴセ
ルのアレイ。
【請求項７】
　前記音響インピーダンスが、４０ＭＲａｙｌｓより大きい、請求項６に記載のｃＭＵＴ
セルのアレイ。
【請求項８】
　各塊状プレートが、順応的な支持部により前記基板に取り付けられる、請求項１に記載
のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項９】
　各塊状プレートが、間隔を空けて配置される複数の支持部により、前記基板に取り付け
られる、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１０】
　前記間隔を空けて配置される支持部の間の空間が、真空、空気又は順応的な物質のいず
れかで充填される、請求項９に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１１】
　前記順応的な物質が、シリコンゴムである、請求項１０に記載のｃＭＵＴセルのアレイ
。
【請求項１２】
　前記アレイの個別のｃＭＵＴセルが、個別に横方向に分離された塊状プレートに取り付
けられる、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１３】
　前記個別のｃＭＵＴセル及び塊状プレートが、六角形のパターンを示す、請求項１２に
記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１４】
　前記個別のｃＭＵＴセル及び塊状プレートが、円形パターンを示す、請求項１２に記載
のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１５】
　前記ｃＭＵＴセル及び塊状プレートが、集積回路層をオーバレイする半導体基板上に形
成される、請求項１２に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１６】
　１の塊状プレートの慣性力が、その上に配されるｃＭＵＴセルによりもたらされる音圧
力の少なくとも５０％に対抗する、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１７】
　前記ｃＭＵＴセルによりもたらされる音圧力が、少なくとも６ｄＢ減衰する、請求項１
に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１８】
　１の塊状プレートの慣性力が、その上に配されるｃＭＵＴによりもたらされる音圧力の
少なくとも６６．６７％に対抗する、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項１９】
　１のｃＭＵＴセルによりもたらされる音圧力が、その塊状プレートによって、少なくと
も１０ｄＢ減衰する、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項２０】
　１の塊状プレートの慣性力が、その上に配されるｃＭＵＴによりもたらされる音圧力の
少なくとも９０％に対抗する、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
【請求項２１】
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　１のｃＭＵＴセルによりもたらされる音圧力が、その塊状プレートによって、少なくと
も２０ｄＢ減衰する、請求項１に記載のｃＭＵＴセルのアレイ。
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